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【はじめに】表面活性化ボンディング（SAB）法は、材

料の格子定数や結晶構造の制約を受けることなく異種材

料接合の作製が可能であり、ハイブリッドタンデム太陽

電池のサブセル間の接合形成手法として有望である[1-3]。

本手法を用いて我々は Si 基板と GaAs 基板を貼り合せ、

バンド構造の評価を行った。 

【実験手順】n- Si基板(キャリア濃度[以下同

じ]4.8E16cm-3), p-Si基板(2.4E17cm-3), p-GaAs基板上

p-GaAsエピタキシャル層(1.0E19cm-3)、n-GaAs基板

(1.1E18cm-3)を使用し、n-Si/p-GaAs及び n-GaAs/p-Si接

合を作製した。真空蒸着・アニールにより各基板の裏面

にオーミック電極を形成し、ダイシングにより 2mm×

2mm サイズのサンプルを作製した。各サンプルの電気容

量電圧(C-V)特性を室温にて周波数：１００kHzで評価し

た。 

【測定結果】得られた C-V 特性を図１に示す。各サンプ

ルの 1/C2をゼロに直線的に外挿することによりフラット

バンド電圧 0.42 V, 1.6 V を得た。フラットバンド電圧か

ら求めた GaAs/Siの伝導帯不連続ΔEc 及び価電子帯不連

続ΔEｖ (図１、挿入図参照)を表１に示す。n-GaAs/p-Si

接合における値はウエハボンディングによる GaAs/Si 接

合の結果[3]と定量的に一致し、InGaP/Si 接合のΔEcと比

較して大きい [4]。 
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Fig. 1 C-V characteristics of SAB-based n-GaAs/p-Si and 

n-Si/p-GaAs heterojunctions measured at room temperature. 

The inserted figure shows the schematic energy-band diagram 

of Si/GaAs heterojunctions. 

表１GaAs/SiΔEcとΔEv 
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 ΔEc(eV) ΔEv(eV) 

n-Si/p-GaAs 0.87 0.57 

n-GaAs/p-Si 0.59 0.29 
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